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Ementa: Diodos. Transistores de jungao bipolar. Transistores de efeito de
campo. Fontes de alimentacdo. Amplificadores operacionais.

Conteuidos

UNIDADE | - Amplificadores.

1.1 Amplificadores realimentados.

1.2 Efeitos da realimentacao nos circuitos amplificadores.

1.3 Impedancia de entrada e saida de amplificadores
realimentados.

1.4 Amplificador de diferencas.

1.5 Estruturas de realimentacéo.

1.6 Amplificador de tensao, corrente, transcondutancia e trans-
resisténcia.

1.7 Amplificadores operacionais.

1.8 Modelo ideal de amplificador operacional.

1.9 Circuitos basicos com amplificador operacional.

1.10 LimitacGes do amplificador operacional.

UNIDADE Il - Diodos semicondutores.

2.1 Caracteristicas fisicas dos diodos semicondutores.

2.2 Circuitos retificadores.

2.3 Fontes de alimentacéo.

2.4 Aplicacdes de diodos.

2.5 Analise de circuitos com diodos.

2.6 Comportamento sobre sinal — reta de carga.

2.7 Modelo de pequenos sinais.

2.8 Operacao do diodo na regido de ruptura- o diodo Zener.
2.9 Projeto de reguladores com diodo Zener.

UNIDADE Il - Transistores de Juncao Bipolar

3.1. Caracteristicas fisicas do TJB.
3.2. Modelo simplificado do transistor — amplificador de corrente.
3.3. Circuitos basicos com transistor
3.3.1. O Transistor como chave.
3.3.2. O seguidor de emissor.
3.3.2.1. Impedéancia de entrada e de saida.
3.3.2.2. Polarizacao.
3.3.2.3. Projeto de amplificador.
3.3.2.4. Desempenho em frequéncia.
3.3.3. Amplificador emissor comum.
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3.3.3.1. Impedancia de entrada e saida.
3.3.3.2. Polarizagao.
3.3.3.3. Projeto de amplificador.
3.4. Modelo de Ebers-Moll.
3.4.1. Limitacdes do modelo simplificado.
3.4.2. Modelo de Ebers-Moll para a regiéo ativa.
3.4.3. Operacdo no modo ativo reverso.
3.5. Efeito Early.
3.6. Andlise de pequenos sinais para o TJB.
3.6.1. Circuito equivalente hibrido.

UNIDADE IV - Transistores de efeito de campo.
4.1. Classificacao dos transistores de efeito de campo.
4.2. Circuitos amplificadores com JFET.
4.2.1. Polarizacao.
4.2.2. Modelo de pequenos sinais.
4.2.3. Circuitos basicos.

4.3. Transistor de efeito de campo de porta isolada - MOSFET
4.3.1. Detalhamento da operacdo do MOSFET
4.3.2. Polarizagdo do MOSFET
4.3.3. Modelos equivalentes para pequenos sinais.

4.4. Transistores de efeito de campo de poténcia.

4.5. Circuitos légicos CMOS.
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